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１．概要（Summary） 

MEMS など気密封止接合したデバイスが必要とされて

きている。我々はサブミクロンAu粒子で作製したポーラス

構造体を加熱圧縮して気密封止を実現するウェハレベル

での接合技術を確立することを目指している。ウェハレベ

ルでの気密封止接合をおこなうために京都大学ナノテク

ノロジーハブ拠点の装置を利用した。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置： 

ドライエッチング装置、紫外線ナノインプリントボンドアラ

イメント装置、基板接合装置 

 

・実験方法 

 ドライエッチング装置を用いて接合界面の有機物などを

除去した後、紫外線ナノインプリントボンドアライメント装置

を用いて、接合する2枚のウェハの位置合わせをおこなっ

た。次に基板接合装置を用いて加熱、押圧してウェハ接

合をおこなった。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 あらかじめサブミクロン Au粒子を用いてポーラス構造体

（幅 20 m、高さ 20 m）を作製したウェハとキャビティ構

造を持つガラスウェハを紫外線ナノインプリントボンドアラ

イメント装置で位置合わせした後、基板接合装置を使い

チャンバー内をN2雰囲気にした後、200℃、200 MPaで

30分押圧して 2枚のウェハを接合した。（Fig. 1） 

グロスリーク試験、He リーク試験の結果、80％のデバイ

スで使用した分析装置の検出限界の 1× 10-13 

Pa/m3/secを示す He リークレートが得られた。 

今後、低いHe リークレートが得られるデバイスの歩留ま

りを上げる取り組みが必要であると考えている。 

 

Fig.1 Bonded wafers on wafer case 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・共同研究者：株式会社ニデック 四宮正之様 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

 なし。 


